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１．概要（Summary ） 

Si ウエハ上に形成された Al 電極へ無電解 Ni めっ

きを行う場合、Al上には強固な酸化皮膜が存在してい

るため、Al上に亜鉛被膜を被覆させるジンケートとい

う前処理を施す必要がある。我々は Al のエッチング

量の少ない新たなジンケート浴を開発したため、Si

ウエハ上に形成された Alスパッタ膜を用い、新たな無

電解Ni/Auめっき処理プロセスの確立および、皮膜の

表面観察を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

・多元スパッタリング装置 

・ダイシングソー  ・エキスパンド装置 

・紫外線照射装置 

① 多元スパッタリング装置で、シリコンウエハに

1.0 μmの Alスパッタ膜を形成させた。ダイシン

グソーで 10×10 mmに切り出し、エキスパンド

装置で広げ、紫外線照射装置にて裏面のシールを

剥がしやすくなるよう加工した。 

② 下記の処理工程にてめっき処理をし、皮膜表面を

観察した。 

 

【処理工程】 

脱脂（トップUBPクリーン）40℃、3分 

  ↓ 

ジンケート（開発浴）25℃、1分 

  ↓ 

無電解 Ni（トップUBPニコロン A(NP)） 

80℃、4.0μm /20分 

   ↓ 

無電解 Au（トップUBPゴールド） 

80℃、0.05μm /8分 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 

 

 

 

 

 

Fig1. Microscopic image of electroless Ni/Au plating 

film. (×1000); 

(a) conventional bath, (b) improvement bath. 

 

従来浴および開発浴のジンケート処理液を用いた

無電解 Ni/Au めっき処理後の皮膜表面を観察した結

果を示す（Fig. 1）。従来浴では、めっき処理後におい

て表面形態が粗雑になり、ノジュールが多く観察され

た。一方、開発浴では、ノジュールの発生は認められ

ず、従来浴と比較して均一で平滑なめっき表面が得ら

れた。 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

 特になし。 

 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

(1) 第 29回 JIEP春季講演大会, 平成 27年 3月 16日

（発表日）。 

 

 

６．関連特許（Patent） 

 なし。 
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